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概要 電解銅めっきによるViaの貫通電極形成技術は，三次元実装技術のキープロセスである。本研究では，めっき時間の

短縮を目的として開発した新コンセプトめっき装置を用いることにより，�10 m m，アスペクト比 7.0の貫通電極にCuを完全

に埋め込むためのめっき時間を，従来法に比べ最大約 60%低減できるめっきプロセスを開発した。得られたCu貫通電極の微

細構造および抵抗率は従来法のそれとほぼ同等であることがわかった。

Abstract

We have developed a new plating process, which shortens the plating time by about 60% as com-

pared with that of conventional through-electrode forming processes for three-dimensional mount-

ing technologies. Using the new plating system, we have succeeded in the complete filling of 10 mm

diameter Cu through-electrodes with an aspect ratio of 7.0. The microstructures and electrical char-

acteristics of the Cu films formed by the new high-speed plating process were found to be at the same

level as those formed by conventional plating.
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